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요 약  

 
본 연구에서는 GaN HEMT 공정 기반의 전력증폭기를 설계하여 20–27 GHz 대역에서의 광대역 동작을 목표로 하였다. 

설계된 증폭기는 20–27 GHz 구간에서 분수 대역폭 약 30%를 확보했으며, 측정 결과 최소 7 dB 의 소신호 이득, 38 dBm 

이상의 포화 출력전력, 16 % 이상의 PAE 를 확인하였다.  

 

 

Ⅰ. 서 론  

전자전(Electronic Warfare)과 레이더/통신 분야에서는 

Ku–K 대역에 걸친 넓은 주파수 자원이 활용되며, 특히 

18–27 GHz(K-band) 구간은 정찰 레이더, 링크, 재밍 

송신 등에서 핵심 대역으로 주목받고 있다. 이와 같은 

응용에서는 특정 협대역에서의 최고 효율보다 대역 전 

구간에서의 일정한 이득과 출력 성능이 더 중요하다.  

 

최근 GaN HEMT 는 높은 항복 전압과 전력 밀도, 

우수한 열 특성으로 인해 K-band 고출력 송신에 적합한 

소자로 자리 잡았다. 다만 K-band 에서는 소자 및 

배선의 기생 성분 때문에, 18–27 GHz 전 대역에서 

평탄한 이득과 충분한 출력 레벨을 동시에 확보하는 

것이 쉽지 않다. 또한 단일 스테이지 구조에서의 소자 

결합 손실 최소화와 대역 일관성 확보는 설계의 핵심 

과제로 남아 있다. 

 

본 논문에서는 이러한 요구에 부응하기 위해, GaN 

HEMT 기반 1-stage 광대역 전력 증폭기 MMIC 를 

제안한다. 제안한 회로는 20–27 GHz 목표 대역에서 

대역 전 구간의 이득 변동을 최소화하고, 안정적인 출력 

전력을 제공하도록 입력/출력 정합 및 결합 구조를 

최적화하였다. 

 

Ⅱ. 본론  

광대역 PA MMIC 설계에서 다양한 주파수에 걸쳐 

정확하게 임피던스를 매칭하는 것은 매우 어려운 

과제이다. 설계된 증폭기는 20-27 GHz 대역에서 평탄한 

성능 특성을 확보하기 위해 로드풀 시뮬레이션을 통해 

주파수별 최적의 임피던스를 추출하고 3 단 출력 매칭 

네트워크로 광대역 정합을 구현하였다. 

 

 

(a)                     (b) 

그림 1. 제안한 광대역 전력 증폭기의 (a) 회로도 및 (b) 

레이아웃 

설계된 전력증폭기는 드레인 전압 25 V, 게이트 전압 

-2.5 V 에서 동작하며, 회로의 크기는 2.14 x 2.47 mm2 

이다. 

 

그림 2. 광대역 전력 증폭기의 S-파라미터 시뮬레이션 

결과 

 



그림 3. 광대역 전력 증폭기의 대신호 특성 시뮬레이션 

결과 

그림 2, 그림 3 은 설계된 광대역 전력 증폭기의 

시뮬레이션 결과를 보여준다. 소신호 결과에서는 20-27 

GHz 대역의 구간은 7 dB 이상의 이득 특성을 보이며, 

대신호 시뮬레이션에서 포화 출력전력과 효율은 전 

대역에서 38 dBm, 16 % 이상의 특성을 보인다.  

Ⅲ. 결론  

본 연구는 20-27 GHz 범위에서 동작하는 광대역 PA 

MMIC 설계를 목표로 하며, 해당 증폭기는 7 dB 이상의 

이득을 달성하였으며, 주파수 대역 전반에 걸쳐 38 

dBm 이상의 출력 전력을 안정적으로 유지하였다.  
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